CURSO NUMERO
NOMBRE Electronica |
REQUISITOS e

OBJETIVO: Que el alumno adquiera los conocimientos teodricos y de laboratorio de los
circuitos electronicos basicos, con elementos de estado solido y de vacio.

CONTENIDOS:

Teoria de los semiconductores: concepto de valencia. Estructura de los cristales. Cristal
de silicio. Comportamiento de los electrones de valencia en el cristal de silicio puro.
Ligaduras covalentes. Efectos que ocasiona la rotura de ligaduras. Concepto de
electrones libres y lagunas o huecos. Composicion del cristal tipo P y N. Portadores
mayoritarios y minoritarios. Diodos: diodos de juntura. Propiedades colineales.
Polarizacion directa e inversa. Curva caracteristica. Rotura por avalancha. Recta de
carga estatica. Resistencia estatica. Practica de laboratorio. Diodos especiales:
clasificacion zener. Concepto. Aplicaciones. Polarizacion. Curva caracteristica.
Distintos usos. Diodos led. Concepto. Aplicaciones. Polarizacion. Curva caracteristica.
Distintos usos. Practicas de laboratorio. Fuentes de alimentacion: clasificacion. Fuentes
estabilizadas, ajustables, balanceadas, dobladores. Fuente de media onda, onda completa
( con toma central ) y onda completa ( tipo puente) . Caracteristicas de tension.
Corriente de cada una de ellas. Filtrado: concepto. Filtro capacitivo. Filtro inductivo.
Fuentes partidas. Fuentes reguladas con zener. Fuentes regulables, etc. Practicas de
laboratorio. Transistores: transistor de contacto puntual. Construccion y caracteristicas.
Preparacién del cristal de silicio. Construccion del transistor de juntura (PNP y NPN ) .
Construccion y determinacion del ancho de la juntura. Practicas de laboratorio.
Polarizacion: estudio del comportamiento del transistor con corriente continua.
Parametro y del transistor. Obtencion de la recta de carga estatica. Establecimiento del
punto de trabajo ( q) . Autopolarizacion. Determinacidn de icq y vceq segun las mallas
de entrada y salida de la configuracién. Factores que afectan el punto de trabajo debido
a la temperatura ( aumento de la corriente residual inversa ) , aumento del factor de
ganancia hfe y disminucion de la tension entre base emisor (vbe ) y por error de la
fuente de corriente continua vcc y la resistencia de emisor re. Determinacion del punto
de trabajo méximo y minimo debido al h femax y h femin. Uso del manual de
transistores para la eleccion de los mismos. Autopolarizacién combinada. Calculo de
VBB y VRB para circuito divisor resistivo. Précticas de laboratorio. Etapa
amplificadora con sefiales fuertes: etapas amplificadoras en emisor comun. Circuito
equivalente para cc y ca ( sefial ) . Trazado de la recta de carga dinamica ( rcd ).
Maxima excursion de salida simétrica. Célculos. Potencia obtenida de la salida.
Potencia entregada por la fuente. Potencia obtenida en la carga. Rendimiento. Practicas
de laboratorio. Etapa amplificadora con sefiales débiles: modelo del transistor para
sefiales débiles. Amplificador en emisor comudn: ganancia de corriente, de tension, de
potencia. Amplificador en base comun: ganancia de corriente, de tension, de potencia.
Amplificador en colector comun: ganancia de corriente, de tension, de potencia.
Précticas de laboratorio.



